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  :چكيده
نانولوله هاي كربني بر  يش بااثر آلا. ردهاي بسياري داشته اندكارب در طول دهه هاي اخير هاي فلزي نيم رسانا به عنوان حسگر گازاكسيد 

كه مي تواند ناشي از افزايش سطح  مي شود سبب افزايش پاسخ حسگر افزودن نانولوله هاي كربني. حسگر هاي اكسيد روي بررسي شده است
در عين  با نانولوله ها آلايش. باشد  p-nتماس و عرض  ناحيه ي تهي سنسور، و بسته به كايراليتي و نوع نانولوله، ناشي از برقراري پيوندگاههاي 

تخلخل هاي كوچك ابعاد ناشي از  در چنينهم افزايش زمان بازيابي سنسور به دليل گير افتادن آلاينده و محصولات در نانولوله ها و حال سبب
جهت تسريع  مقاله استفاده از پالس گرمايي به عنوان روشي در اين. د مي شودجاي خالي نانولوله هايي كه در فرايند بازپخت تجزيه و تبخير شده ان

و در عين حال زمان بازيابي كوتاه جهت كاربردهايي كه نياز  ،رتبا پاسخ قويو در نتيجه دستيابي به سنسورهايي  ،محصولات از روي سطح رهاسازي
  .ارايه مي شود ،به بازيابي سريع سنسور است

 ،گوناگون مورد توجه بسياري قرار گرفته اند سنسورهاي گازي نيمه رساناي اكسيد فلزي در زمينه هاي: زمينه ي تئوري
مواد به  پر بازده و قابل كنترل و همچنين حساسيت قابل قبول اينتواند به دليل قيمت پايين، توانايي توليد سريع و  كه مي

اخيرا گستره ي وسيعي از سنسورهاي گازي مبتني بر نانومواد ارايه شده . و قابل اشتعال باشد آلاينده هاي گوناگون سمي
سخ به آلاينده در دماي توانايي پا ،به دليل نسبت سطح به حجم بالايي كه ارايه مي كنند برخي از اين ساختارهاكه است 

و عدم  محصولات واكنش حسگري و سايري ناقص سنسور به دليل تشكيل آب اما بازياب .محيط را نيز دارا هستند
بسياري گاز مكانيسم حسگري . [1]را محدود مي كند ساختارها، كاربرد اين كامل  اين محصولات از روي سطح رهاسازي

در حضور گاز هاي اكسنده  لايه ي سنسور بر تغيير الكترونهاي آزاد مبتني سيد روياز اكسيدهاي فلزي نيمرسانا همچون اك
اين ن را سبب مي شود، كه وتغييرات تهي جاهاي اكسيژن، تغيير سد هاي انرژي بر سر راه حركت الكتر. يا كاهنده است

  .[2]قابل آشكار سازي استتغيير 

درصد را با  99.9پودر اكسيد روي ساخت شركت مرك آلمان با خلوص  گرم 5براي ساخت حسگر، : جزييات تجربي
 10تا  1و طول  3و  1درصد و تعداد ديواره هاي بين  95ميلي گرم نانولوله كربني چند ديواره با درجه خلوص  25

ا حسگره. بودند مخلوط شد قرار داده شده يقه در حمام آلتراسونيكدق 20ليتر آب مقطر به مدت  ميلي 2ميكرومتر كه در 
 EX1400ميليمتر و با ضخامت يك ميليمتر پرس شدند و براي انجام بازپخت در كوره ي حجمي مدل  5×8با اندازه ي 
قرار  سانتيگراددرجه  860ي به مدت نيم ساعت در دما الف.1با برنامه ي دما زمان نشان داده شده در شكل اكسايتون، 

شكل  جزييات مدار به كار برده شده در  .ميكزومتري و چسب نقره در مدار وصل شدند 50با سيم پلاتين  سپس ،گرفته
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